
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多層基板に内蔵された導体パターンであって、主成分である銀と、クロム及び／又はクロ
ム化合物と、マンガン及び／又はマンガン化合物とを含むことを特徴とする導体パターン
。
【請求項２】
前記クロム及び／又はクロム化合物の含有率が、前記銀に対してＣｒ２ Ｏ３ 換算で０．１
～２．０質量％であることを特徴とする請求項１に記載の導体パターン。
【請求項３】
前記マンガン及び／又はマンガン化合物の含有率が、前記銀に対してＭｎＯ２ 換算で０．
１～５．０質量％であることを特徴とする請求項１に記載の導体パターン。
【請求項４】
アルミニウム及び／又はアルミニウム化合物をさらに含むことを特徴とする請求項１に記
載の導体パターン。
【請求項５】
前記アルミニウム及び／又はアルミニウム化合物の含有率が、前記銀に対してＡｌ２ Ｏ３

換算で０．１～１．０質量％であることを特徴とする請求項４に記載の導体パターン。
【請求項６】
前記導体パターンが、容量電極であることを特徴とする請求項１に記載の導体パターン。
【請求項７】
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複数の基板と、前記複数の基板に内蔵された導体パターンとを備える多層基板であって、
前記導体パターンが、主成分である銀と、クロム及び／又はクロム化合物と、マンガン及
び／又はマンガン化合物とを含むことを特徴とする多層基板。
【請求項８】
前記基板が、ガラス成分及びセラミックス成分からなるガラスセラミックスによって構成
されることを特徴とする請求項７に記載の多層基板。
【請求項９】
前記ガラス成分と前記セラミックス成分の含有量が、体積比で５０：５０～８０：２０で
あることを特徴とする請求項８に記載の多層基板。
【請求項１０】
前記ガラス成分が、ＳｉＯ２ －ＲＯ－Ａｌ２ Ｏ３ －Ｂ２ Ｏ３ （Ｒはアルカリ土類金属）を
含むことを特徴とする請求項８に記載の多層基板。
【請求項１１】
前記セラミックス成分が、Ａｌ２ Ｏ３ 、ＴｉＯ２ 及び化合物ＴｉＯ２ からなる群より選ば
れた１又は２以上の成分を含むことを特徴とする請求項８に記載の多層基板。
【請求項１２】
前記導体パターンが、アルミニウム及び／又はアルミニウム化合物をさらに含むことを特
徴とする請求項７に記載の多層基板。
【請求項１３】
前記導体パターンが、容量電極であることを特徴とする請求項７に記載の多層基板。
【請求項１４】
銀を９５質量％以上含有する金属粉末と、クロム及び／又はクロム化合物を含有する焼結
抑制剤と、マンガン及び／又はマンガン化合物を含有する誘電損失改良剤と、ビヒクルと
を含む導体組成物を作製するステップと、前記導体組成物によって複数のグリーンシート
上に電極を形成するステップと、前記電極が形成された複数のグリーンシートを積層し積
層体を形成するステップと、前記積層体を焼成するステップとを備える多層基板の製造方
法。
【請求項１５】
前記クロム及び／又はクロム化合物の含有率が、前記金属粉末に対してＣｒ２ Ｏ３ 換算で
０．１～２．０質量％であることを特徴とする請求項１４に記載の多層基板の製造方法。
【請求項１６】
前記マンガン及び／又はマンガン化合物の含有率が、前記金属粉末に対してＭｎＯ２ 換算
で０．１～５．０質量％であることを特徴とする請求項１４に記載の多層基板の製造方法
。
【請求項１７】
前記導体組成物が、アルミニウム及び／又はアルミニウム化合物をさらに含むことを特徴
とする請求項１４に記載の多層基板の製造方法。
【請求項１８】
前記アルミニウム及び／又はアルミニウム化合物の含有率が、前記金属粉末に対してＡｌ

２ Ｏ３ 換算で０．１～１．０質量％であることを特徴とする請求項１７に記載の多層基板
の製造方法。
【請求項１９】
前記金属粉末の平均粒子径が、０．１～１０μｍであることを特徴とする請求項１４に記
載の多層基板の製造方法。
【請求項２０】
前記焼成するステップが、７５０℃～９４０℃で行われることを特徴とする請求項１４に
記載の多層基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、積層ＬＣ部品等の多層基板に内蔵された導体パターンであって、電気抵抗が低
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く、且つ、基板との密着性に優れ、メッキ時において基板にクラックを生じさせず、且つ
、誘電損失を増大させない導体パターン及びこのような導体パターンが内蔵された多層基
板、並びに、多層基板の製造方法に関する。
従来の技術
近年、電子機器の小型化に伴い、これらに用いられる電子部品もまた小型化が要求されて
いる。なかでもセラミックスを使用したインダクタ、コンデンサ、フィルター等の機能部
品及び配線基板は、多層構造に積層され、小型化が図られるようになってきた。このよう
な積層部品は、セラミックス粉末を有機バインダーと混合し、シート法、印刷法等の手段
で作製されたグリーン成形体に導体ペーストを印刷し、積層、圧着、切断後、焼成し、外
部電極を形成することにより製造される。ここで、導体ペーストは一般に金属粉末を有機
バインダー及び有機溶剤中に分散させたものからなる。
高い品質係数（Ｑ値）を要求されるＬＣ部品やフィルター類、及び配線基板などで使用さ
れる低抵抗の導体ペースト中の導電材料としては、低い抵抗率を持つ銀が用いられている
。そのために、基板材料に使用するセラミックスと導電材料を同時焼成する場合に使用す
るセラミックス材料は、銀の融点（純銀の融点は９６０．５℃）以下で焼結が可能でなけ
ればならない。このようなセラミックス材料の一つとして、焼結助剤たる役割のあるガラ
スを含有したセラミックスである、いわゆる、ガラスセラミックスが広く用いられている
。
しかし、導電材料に銀を使用した場合、収縮の開始温度がガラスセラミックス材料の場合
７００℃～９４０℃であるのに対し、銀は３００～５００℃と低い。そのために、それぞ
れの収縮量が同一とならず導体層とセラミックス層の間に応力が生じ、クラックやデラミ
ネーション等の欠陥の原因となっていた。よって、導体ペースト中に含まれる銀粉末の焼
結性とセラミックス材料の焼結性とをほぼ同一に、すなわち、焼成時の各温度におけるセ
ラミックス層と導体層の収縮量をほぼ同一にする必要がある。このため、何らかの方法で
銀の焼結の進行を抑制する必要があった。銀の焼結の進行を抑制する方法の一つに、導体
ペースト中にＳｉＯ２ －Ａｌ２ Ｏ３ 系などのガラス粉末を添加する方法がある。この方法
では、ガラス粉末の添加により銀の焼結を抑制する効果があるのでクラックの発生などを
防止することができる。また、別の方法として、例えば特開平６－２０５１６では銀や銀
とパラジウムの導体組成物に焼結制御剤としてクロムやクロム化合物、無機結合剤として
Ａｌ２ Ｏ３ やＰｂＯ等の各種セラミックスを添加することで基板との反りやクラックの等
の外観不良が生じず基板との接着強度も高い導体組成物が提案されている。
しかしながら反りやクラックを生じないようにするには多量のガラスを添加する必要があ
る。このような導体組成物を容量付き（コンデンサ内蔵）多層基板の内部導体として使用
すると導体抵抗が高くなったり誘電損失が大きくなるなどの問題が生じる。また、クロム
やクロム化合物を添加した導体組成物も容量用の電極として用いると誘電損失が大きくな
るという問題があることが発明者による実験により確かめられた。
したがって、本発明の目的は、積層ＬＣ部品等の多層基板に内蔵された導体パターンであ
って、電気抵抗が低く、且つ、基板との密着性に優れ、メッキ時において基板にクラック
を生じさせず、且つ、誘電損失を増大させない導体パターン及びこのような導体パターン
が内蔵された多層基板、並びに、多層基板の製造方法を提供することである。
発明の開示
本発明者は、クラックや反りを押さえ、かつ、電気特性が低下しないような積層セラミッ
クス部品について鋭意研究を重ねた結果、導体組成物にクロムを添加することで誘電損失
が増大する原因は、クロムが基板中に拡散して基板のガラス成分と反応して誘電損失の大
きいガラスが形成されるためであることが分かった。さらに、本発明者が鋭意研究を重ね
た結果、クロムの過剰拡散を抑えるためには、導体組成物にマンガンを添加することが有
効であることが分かった。
かかる技術的知見に基づき、本発明の上記目的は、次に述べる手段によって達成されるこ
とが解明された。
すなわち、本発明のかかる目的は、多層基板に内蔵された導体パターンであって、主成分
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である銀と、クロム及び／又はクロム化合物と、マンガン及び／又はマンガン化合物とを
含むことを特徴とする導体パターンによって達成される。
本発明によれば、導体パターンの主成分である銀に、クロム及び／又はクロム化合物が含
まれていることから、電気抵抗が低く、且つ、基板との密着性に優れ、メッキ時において
基板にクラックを生じさせないとともに、マンガン及び／又はマンガン化合物が含まれて
いることから、誘電損失の増大が抑制される。
本発明の好ましい実施態様においては、前記クロム及び／又はクロム化合物の含有率が、
前記銀に対してＣｒ２ Ｏ３ 換算で０．１～２．０質量％である。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記マンガン及び／又はマンガン化合物の
含有率が、前記銀に対してＭｎＯ２ 換算で０．１～５．０質量％である。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、アルミニウム及び／又はアルミニウム化合
物をさらに含んでいる。
本発明のさらに好ましい実施態様によれば、基板との密着性がより向上する。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記アルミニウム及び／又はアルミニウム
化合物の含有率が、前記銀に対してＡｌ２ Ｏ３ 換算で０．１～１．０質量％である。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記導体パターンが容量電極である。
本発明の前記目的はまた、複数の基板と、前記複数の基板に内蔵された導体パターンとを
備える多層基板であって、前記導体パターンが、主成分である銀と、クロム及び／又はク
ロム化合物と、マンガン及び／又はマンガン化合物とを含むことを特徴とする多層基板に
よって達成される。
本発明によれば、導体パターンの主成分である銀に、クロム及び／又はクロム化合物が含
まれていることから、電気抵抗が低く、且つ、基板との密着性に優れ、メッキ時において
基板にクラックを生じさせないとともに、マンガン及び／又はマンガン化合物が含まれて
いることから、誘電損失の増大が抑制される。
本発明の好ましい実施態様においては、前記基板が、ガラス成分及びセラミックス成分か
らなるガラスセラミックスによって構成される。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記ガラス成分と前記セラミックス成分の
含有量が、体積比で５０：５０～８０：２０である。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記ガラス成分が、ＳｉＯ２ －ＲＯ－Ａｌ

２ Ｏ３ －Ｂ２ Ｏ３ （Ｒはアルカリ土類金属）を含む。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記セラミックス成分が、Ａｌ２ Ｏ３ 、Ｔ
ｉＯ２ 及び化合物ＴｉＯ２ からなる群より選ばれた１又は２以上の成分を含む。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記導体パターンが、アルミニウム及び／
又はアルミニウム化合物をさらに含む。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記導体パターンが容量電極である。
本発明の前記目的はまた、銀を９５質量％以上含有する金属粉末と、クロム及び／又はク
ロム化合物を含有する焼結抑制剤と、マンガン及び／又はマンガン化合物を含有する誘電
損失改良剤と、ビヒクルとを含む導体組成物を作製するステップと、前記導体組成物によ
って複数のグリーンシート上に電極を形成するステップと、前記電極が形成された複数の
グリーンシートを積層し積層体を形成するステップと、前記積層体を焼成するステップと
を備える多層基板の製造方法によって達成される。
本発明によれば、導体組成物の主成分である銀に、焼結抑制剤であるクロム及び／又はク
ロム化合物が含まれていることから、電気抵抗が低く、且つ、基板との密着性に優れ、メ
ッキ時において基板にクラックを生じさせないとともに、誘電損失改良剤であるマンガン
及び／又はマンガン化合物が含まれていることから、誘電損失の増大が抑制される。
本発明の好ましい実施態様においては、前記クロム及び／又はクロム化合物の含有率が、
前記金属粉末に対してＣｒ２ Ｏ３ 換算で０．１～２．０質量％である。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記マンガン及び／又はマンガン化合物の
含有率が、前記金属粉末に対してＭｎＯ２ 換算で０．１～５．０質量％である。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記導体組成物が、アルミニウム及び／又
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はアルミニウム化合物をさらに含む。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記アルミニウム及び／又はアルミニウム
化合物の含有率が、前記金属粉末に対してＡｌ２ Ｏ３ 換算で０．１～１．０質量％である
。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記金属粉末の平均粒子径が、０．１～１
０μｍである。
本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記焼成するステップが、７５０℃～９４
０℃で行われる。
ここで、特開平５－４１１１０には、Ａｇ粉末、Ｐｔ粉末を用いた導体ペーストにガラス
フリットおよびＣｒ２ Ｏ３ 、ＭｎＯ２ を添加する方法が提案されているが、同公報に記載
された技術は、多層基板の焼成後においてその表面に形成する配線パターン用の導体ペー
ストに関わり、多層基板に内蔵されてこれらと同時に焼成される導体組成物に関するもの
ではない。
発明の実施の形態
本発明の好ましい実施態様において用いられる導体組成物、すなわち導体ペーストは、主
成分である金属粉末、焼結特性を制御する焼結抑制剤、焼結抑制剤の拡散を防止する誘電
損失改良剤、及びビヒクルを含んで構成される。
金属粉末は、高いＱ値を得るために低抵抗のものであれば特に限定されないが、実用上最
も抵抗率の低い金属である銀粉末であることが好ましい。また、銀を主体にする金属粉末
であれば、銀－銅、銀－パラジウム、銀－白金等の合金粉末であっても良い。このとき、
銀は９５質量％以上含有されていることが好ましい。これら金属粉末の平均粒子径は、焼
結性、ペーストの特性等を考慮すれば、０．１～１０μｍ程度が望ましい。
金属粉末に添加する焼結抑制剤としては、クロム及び／またはクロム化合物とアルミニウ
ム及び／またはアルミニウム化合物を用いる。これらを添加することで基板との接着強度
が上がり、デラミネーションや、焼成・メッキ後のクラックを無くすことができる。クロ
ム化合物としてはＣｒ２ Ｏ３ 、ＣｒＦ３ 等を用いることができる。アルミニウム化合物と
してはＡｌ２ Ｏ３ を用いることができる。また、クロムやアルミニウムを有機金属化合物
として添加しても良い。さらに、焼結抑制剤としては、アルミニウム及び／またはアルミ
ニウム化合物を用いることなく、クロム及びクロム化合物の少なくとも一方のみを用いて
も構わない。但し、クロム及び／またはクロム化合物とアルミニウム及び／またはアルミ
ニウム化合物の両方を用いた方が、焼結抑制剤としてより効果的に機能する。
焼結抑制剤の添加量は、クロム及び／またはクロム化合物については金属粉末に対してＣ
ｒ２ Ｏ３ 換算で０．１～２．０質量％、アルミニウム及び／またはアルミニウム化合物に
ついてはＡｌ２ Ｏ３ 換算で０．１～１．０質量％であることが好ましい。Ｃｒ２ Ｏ３ 、Ａ
ｌ２ Ｏ３ の含有量が上記範囲より少ないとデラミネーションやクラックが生じ易くなる。
また、上記範囲の上限値を越えると誘電損失や比抵抗が大きくなるという不具合が生じる
。
金属粉末に添加する誘電損失改良剤としては、マンガン及び／またはマンガン化合物を用
いる。このマンガン及び／またはマンガン化合物を添加することによりクロムの過剰拡散
が抑えられ、基板と同時焼成してもクラックや反りを生じず、かつ電気特性が低下しない
ような積層セラミックス部品を作製することができる。マンガン化合物としてはＭｎＯ２

等を用いることができる。また、マンガンを有機金属化合物として添加しても良い。誘電
損失改良剤の添加量は、金属粉末に対してＭｎＯ２ 換算で０．１～５．０質量％であるこ
とが好ましい。ＭｎＯ２ の含有量が上記範囲より少ないと添加した効果が十分に現れない
。また、上記範囲の上限値を越えると比抵抗が大きくなるという不具合が生じる。
焼結抑制剤及び誘電損失改良剤の平均粒子径は、金属粉末の平均粒子径によって好ましい
平均粒子径が異なるが、均一に分散させるためには、金属粉末の平均粒子径より小さいこ
とが好ましい。
この導体ペーストは特に容量付き多層基板の容量部の電極（容量電極）として使用するの
に適している他、内部導体やビアホールにも使用することができる。
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導体組成物（導体ペースト）は、金属粉末に焼結抑制剤、誘電損失改良剤を添加し、これ
を有機ビヒクル中に分散させて作製する。焼結抑制剤、誘電損失改良剤の添加はビヒクル
への分散後であっても良い。具体的には、金属粉末、焼結抑制剤及び誘電損失改良剤に有
機ビヒクルを添加し、例えば３本ロールなどで十分に混合させることにより作製する。こ
こで、使用する有機ビヒクルは、有機バインダー及び有機溶剤を含有するものであり、有
機バインダーとしては、エチルセルロース、アクリル樹脂、ブチラール樹脂等、公知であ
る種々の有機バインダーを使用することが可能である。有機バインダーの含有量は、１～
１０質量％程度が好ましい。有機溶剤としては、たとえばブチルカルビトール、テルピネ
オール、ケロシン等、公知である種々の有機溶剤を使用することが可能である。有機溶剤
の含有量は２２～５５質量％程度が好ましい。その他、必要に応じ、総計１０質量％程度
以下の範囲で、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル等の分散剤、ジオ
クチルフタレート、ジブチルフタレート、ブチルフタルグリコール酸ブチル等の可塑剤を
添加してもよい。
このような組成からなる導体組成物は、以下に説明するグリーン成形体上に印刷される。
そして、かかる導体組成物が印刷されたグリーン成形体が積層・圧着・切断された後、導
体組成物とグリーン成形体とが同時に焼成される。本実施態様においては、かかるグリー
ン成形体は、ガラスセラッミックス材料からなる。
ガラスセラッミックス材料は、ガラス粉末（ガラス成分）と酸化物骨材の粉末（セラミッ
クス成分）を含有する。ガラス粉末、酸化物骨材の種類、含有量はその混合物が銀の融点
以下の温度で焼成することができれば特に限定されないが、好ましくはガラス粉末と酸化
物骨材の含有量が、体積比で５０：５０～８０：２０であることが好ましい。
ガラス粉末の組成は、ＳｉＯ２ を主成分とし、副成分としてＳｒＯ、ＢａＯ、ＣａＯ等の
アルカリ土類金属を一種以上及びＡｌ２ Ｏ３ とＢ２ Ｏ３ を含有するものがさらに好ましい
。副成分の含有量は１０～４０モル％含有することが好ましく、さらには１５～４０モル
％含有することが特に好ましい。副成分の含有量が少ないと長石類の生成が十分でなくな
り、ポッピングが発生しやすくなる。副成分の含有量が多すぎると、ガラスの形成が困難
になったり、ガラスセラミックス材料の強度が低下したりする。また、Ａｌ２ Ｏ３ の含有
量は、５～１０モル％であることが好ましい。Ａｌ２ Ｏ３ の含有量が少ないと長石類の生
成が十分でなくなり、ポッピングが発生しやすくなる。Ａｌ２ Ｏ３ の含有量が多すぎると
、ガラスの形成が困難になったり、ガラスの軟化点が上昇し、銀の融点以下での焼結が困
難になる。さらに、Ｂ２ Ｏ３ の含有量は、１～１０ｍｏｌ％であることが好ましい。Ｂ２

Ｏ３ の含有量が少なすぎるとガラスの軟化点が上昇してしまいガラスセラミックス材料の
焼結不足により強度が弱くなる。Ｂ２ Ｏ３ の含有量が多すぎるとガラスの軟化点が低下し
、脱脂が不十分となったり銀が拡散するといった不具合が生じる。
一方、酸化物骨材としては、Ａｌ２ Ｏ３ 、ＴｉＯ２ 、化合物ＴｉＯ２ （ＢａＴｉＯ３ 、Ｓ
ｒＴｉＯ３ 及びＣａＴｉＯ３ 等のペロブスカイト化合物、ＢａＯ－４ＴｉＯ２ 、ＢａＯ－
Ｎｄ２ Ｏ３ －ＴｉＯ２ 等）、コージェライト、ムライト等の１種ないし２種以上等、公知
である種々の酸化物骨材を使用することが可能である。酸化物骨材としてＡｌ２ Ｏ３ を使
用する場合は、ガラス中のＡｌ２ Ｏ３ の含有量を少くなくしても良いが、その場合であっ
ても、５モル％以上含有することが好ましい。
本実施態様にかかる多層基板は、以下の製造方法により作製することができる。
まず、ガラス粉末と酸化物骨材の粉末からなるガラスセラミックス粉末を、例えば磁器製
のボールミルポット等を用いて有機ビヒクル等と混合する。この混合方法は通常用いられ
る方法であればどのような方法でも良く、十分混合して各成分が均一に分散されればよい
。さらに、用いる有機ビヒクル等についても、通常用いられるものであれば特に限定はな
い。
例えば、有機ビヒクルを構成する結合剤としては、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）、エ
チルセルロース、アクリル系樹脂などを単独または２種類以上を、通常ガラスセラミック
ス粉末１００質量部に対して７～２０質量部程度添加すればよい。
また、有機ビヒクルを構成する溶剤としては、メタノール、エタノール、プロパノール、
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ブタノール等のアルコール類、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、アセトン等を
単独または２種類以上を、通常ガラスセラミックス粉末１００質量部に対して４０～６０
質量部程度添加すればよい。
また、有機ビヒクルを構成する可塑剤としては、ジエチルフタレート（ＤＥＰ）、ジブチ
ルフタレート（ＤＢＰ）、ジオクチルフタレート（ＤＯＰ）、ｎ－ブチルフタリルｎ－ブ
チルグリコラート（ＢＰＢＧ）などを単独または２種類以上を、通常ガラスセラミックス
粉末１００質量部に対して３～７質量部程度添加すればよい。その他、通常このような目
的で用いられる有機ビヒクル等の添加物に制限はなく、必要に応じて使用することができ
る。
このようにして有機ビヒクル等とともにボールミル等により均一に混合したガラスセラミ
ックス粉末のスラリーを、目的に応じて所定の厚さをもつグリーンシートに成形する。
さらに、成形した複数のグリーンシートに上記導体組成物（導体ペースト）によって電極
を形成した後、これらを積層し、所定の大きさに切断する。
グリーンシート成形法、回路の形成方法及び積層方法については特に制限はなく、通常用
いられる方法であれば特に限定されない。例えば、ドクターブレード法等によりグリーン
シートを成形し、スクリーン印刷法等により電極を成形した後、これらを圧着して積層す
ればよい。
つづいて、上記積層体を７５０℃～９４０℃程度の温度で通常１５分～５時間程度焼成す
ることにより、導体パターンが内蔵された多層基板が形成される。焼成温度が上記範囲よ
り高すぎると、内部の導体組成物が拡散し、低すぎると得られた基板の焼結密度が低くな
り好ましくない。さらに、焼成後の積層体には外部電極が形成され、必要に応じてメッキ
が施される。
実施例
ガラスセラミックス材料は、組成が異なる２種類のものを用意した。
第１の組成のもの（以下、ガラスセラミックスＡとする）は、ガラスの組成がＳｉＯ２ ：
６２モル％、Ａｌ２ Ｏ３ ：８モル％、ＳｒＯ：２０モル％、ＣａＯ：４モル％、Ｂ２ Ｏ３

：３モル％、ＭｇＯ：３モル％であり、酸化物骨材としてＡｌ２ Ｏ３ を使用した。酸化物
骨材とガラスの混合比は体積比で３０：７０とした。以上のような組成を有する原料粉末
１００質量部に対し、それぞれ結合剤としてアクリル系樹脂を１５質量部、溶剤としてト
ルエンを５０質量部、可塑剤としてＢＰＢＧを５質量部からなる有機ビヒクルを加えて混
合し、ドクターブレード法により厚み２４０μｍのグリーンシートを得た。
第２の組成のもの（以下、ガラスセラミックスＢとする）は、ガラスの組成はガラスセラ
ミックスＡと同様であるが、酸化物骨材としては、Ａｌ２ Ｏ３ とＴｉＯ２ の混合比が体積
比で１：１の混合物を使用した。酸化物骨材とガラスの混合比は体積比で３０：７０とし
た。これを上記と同様の方法により厚み３０μｍのグリーンシートを得た。
導体ペーストは、Ａｇ（平均粒径１．０μｍ）１００ｍｏｌ％よりなる主成分に、Ｃｒ２

Ｏ３ 、Ａｌ２ Ｏ３ 、ＭｎＯ２ を表１で示した添加量で調合し、ビヒクルを添加して３本ロ
ールミルで混練しペースト化した。ビヒクルにはバインダとしてエチルセルロース系樹脂
、溶剤としてテレピネオールおよびブチルカルビトールアセテートを用いた。ここでＡｌ

２ Ｏ３ は、有機金属化合物としてアルミニウムカップリング剤（プレンアクトＡＬＭ：味
の素株式会社製）を用いた。
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そして、ガラスセラミックスＢからなるグリーンシートに導体ペーストを約１０μｍの厚
さになるようスクリーン印刷を行った。導体の印刷は焼成後の寸法で２×３ｍｍの矩形形
状に端部引き出し線を配したコンデンサパターンで行った。この印刷されたシートを７層
積層し、上下にガラスセラミックスＡを２枚ずつ積層し熱プレスした後、４．５×３．２
ｍｍのチップサイズに切断し、９００℃、１０分で焼成して多層基板試料を得た。多層基
板試料の側面にＡｇ－ガラス系の外部導体ペースト（昭栄化学：Ｈ２９８０）を塗布し、
８５０℃で１０分間焼付け後、バレルメッキでＣｕ，Ｎｉ，Ｓｎメッキを行って表２に示
す試料番号１～２０の測定試料とした。
図１は、このようにして作製された多層基板を概略的に示す略断面図である。図において
、１０１は外部電極、１０２はガラスセラミックＡ、１０３はガラスセラミックＢ、１０
４は導体パターンをそれぞれ示す。
積層体内部の欠陥の有無は、焼成後のクラック、デラミネーションの有無から判断した。
絶縁抵抗の測定はＹＨＰ（横河Ｈｅｗｌｅｔｔ　Ｐａｃｋａｒｄ）４３２９Ａを使用しＤ
Ｃ５０Ｖで、誘電損失はＹＨＰ４２８５Ａを使用し１Ｖｒｍｓ、１ＭＨｚで測定した。
表２に各試料の評価結果を示す。測定結果より、本発明の効果は明らかであることがわか
る。
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表２において試料番号１のＡｌ２ Ｏ３ 及びがＭｎＯ２ が添加されていない試料、及び試料
番号２～４のＭｎＯ２ が添加されておらず、Ｃｒ２ Ｏ３ の添加量が０．３質量％以下の試
料はデラミネーションが生じたリクラックによる絶縁不良が生じている。試料番号５～７
はＭｎＯ２ が添加されておらず、Ａｌ２ Ｏ３ を０．２質量％とＣｒ２ Ｏ３ を０．５質量％
以上添加した試料で、デラミネーションやクラックによる絶縁不良は無くなっているが誘
電損失の劣化が大きく、試料番号７では０．２３％以上と高い値になっている。
これに対して本発明であるさらにＭｎＯ２ を添加した試料番号８～１０と１２～１６、１
８、１９の試料は、誘電損失が０．１４％以下と誘電損失を劣化させずに基板のデラミネ
ーションや絶縁不良を抑制することができている。特に試料番号１４では誘電損失をほと
んど劣化させずに基板のデラミネーションや絶縁不良を抑制している。しかし、試料番号
１１と１７のようにＣｒ２ Ｏ３ やＭｎＯ２ を過剰に添加した試料は誘電損失が０．１８％
以上、抵抗率は３．０μΩ・ｃｍ以上となり好ましくない。
また、試料番号２０のようにＡｌ２ Ｏ３ を１．０質量％以上添加することも基板に反りが
生じたり、比抵抗が増加するので好ましくない。
以上の結果より、本発明によれば、主成分である銀に、Ａｌ２ Ｏ３ 、Ｃｒ２ Ｏ３ 、ＭｎＯ

２ を添加することで電気抵抗が低く、且つ、基板との密着性に優れ、メッキ時において基
板にクラックを生じさせず、且つ、誘電損失を増大させない導体パターン及びこのような
導体パターンが内蔵された多層基板、並びに、多層基板の製造方法を提供することが可能
となる。
産業上の利用可能性
以上のように、本発明にかかる導体パターンは、積層ＬＣ部品等の多層基板に内蔵される
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導体パターンとして用いることができる。さらに、本発明にかかる多層基板及び本発明に
かかる方法により製造される多層基板は、積層ＬＣ部品等として用いることができる。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の好ましい実施態様にかかる多層基板を模式的に示す断面図である。

【 図 １ 】
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